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１．概要（Summary） 

メタレンズの製作には、大量のメタ原子を基板上に製作

する必要がある。そのため、製作には多大な時間がかか

ることが予測されるため、高速に描画できる装置を使う必

要があった。今回、アキシコンメタレンズの製作を目指し、

東京大学の武田クリーンルームの設備を利用して、電子

線描画と Si エッチングを行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高速大面積電子線描画装置  ADVANTEST 

F7000S-VD02 
汎用 ICP エッチング装置 ULVAC CE-300I 
【実験方法】 

レジスト FEP-171D を塗布した Si/Glass 基板(Si:400 
nm，Glass:525 µm)に、EBリソグラフィでパターンを描画

した。描画パターンは八角形で、寸法は 100~280 nm だ

った。レジストの扱いについては武田 CR1 の標準レシピ

に従った。 
 東京農工大でアルミ蒸着、レジストの除去を行った後に、

武田 CR の汎用 ICP エッチング装置で Si エッチングを

行った。エッチング条件は以下の通り： 
Si/Glass 基板(20 mm 角)、ガス(CHF3、 SF6)、122 秒 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
製作後の基板の様子を Fig. 1 に示す。 

 
Fig. 1 Picture of the substrate after EB lithography 
and Si etching. The diameter of metalens is 2mm. 
 
高速大面積電子線描画装置による描画では、高精度

で高速に描画できることを確認した。 
Si エッチングに関しては、最初、レートにしたがって 92 

s で行ったが、削り切れてなかったため、30 s 追加して行

った。 
 

４．その他・特記事項（Others） 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 
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